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1. Contexte

Les travaux en cours visent a construire un modéle
numérique multi-physique pour prédire la performance
"pottom-up™ des modules, en particulier les
caractéristiques IV étant donné la distribution spectrale de
la puissance de la lumiére incidente. Il sera utilisé pour
effectuer des analyses numériques du ratio CTM — cell-to-
module — afin d'identifier en détail les pertes et les gains
entre les cellules et le module final, en incluant les aspects
optiques, électriques, thermiques et statistiques [1].

2. Intérét scientifique

Des simulations numériques sont effectuées afin
d'évaluer les effets des différents schémas
d'interconnexion des cellules solaires sur les performances
du module. Les interconnexions avec des rubans ou des
fils sont étudiées, ainsi que les effets d’un design en demi-
cellules par rapport a un design en cellules entiéres. Des
études similaires sur les cellules PERC ont déja été
présentées [2]. La nouveauté de cette étude est qu'elle
porte sur les cellules solaires a-Si HET et couvre une plus
large gamme d'architectures de modules, en particulier les
modules a demi-cellules et/ou a interconnexion filaire.

3. Résultats préliminaires

Quatre configurations sont étudiées : design en
cellules entiéres ou en demi cellules, avec des rubans
d’interconnexion de section rectangulaire ou de section
circulaire (fils). Pour chacun des cas, différents nombre de
rubans et différentes sections sont considérés. Dans le cas
de rubans rectangulaires, deux parametres décrivent la
section transversale: largeur et épaisseur. Un seul
parametre, le diamétre, est nécessaire pour les fils.

Les effets d'ombrage des rubans d'interconnexion sur
les cellules sont différents pour des sections rectangulaires
ou circulaires [3]. La résistance série additionnelle des
rubans a deux origines principales: interconnexions de
cellules et interconnexions de string [2].

Les résultats pour le cas "demi-cellule avec fils" sont
présentés sur la figure 1. L'optimum de ce cas est de 13 fils
de 0,26 mm de diamétre. Des performances supérieures
sont obtenues avec des demi-cellules, ce qui représente un

gain de puissance de sortie de 2,9 % dans le cas des rubans
rectangulaires et de 3,8 % dans le cas des fils. Le passage
de l'interconnexion par rubans a l'interconnexion par fils
pour une architecture en cellule entiere entraine un gain de
0,56 %, et un gain de 1,45 % dans le cas des demi-cellules.
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Figure 1: Pertes CTM absolue du module dans le cas
demi-cellule en fonction du nombre et du diamétre des
fils
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